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１．概要（Summary） 

現在では放射線を利用した診断装置は臨床現場で不

可欠なツールとなっている。本研究の最終目的は医療画

像診断装置（スキャナー）の解像度向上のために、半導

体ウエハ上に放射線計測器と電子回路を一体化させた

効率的な放射線計測システムの基礎開発を行うことであ

る。この実現のための基礎開発として、本課題では上記

計測システムの構成要素のうち半導体放射線計測器の

信号収集用の電極形成方法を検討した。検出器と電子

回路両方に対する適用性を考慮して、半導体検出器の

材料にはGaAsバルクウエハを使用した。バルクウエハの

表・裏面にそれぞれオーミック電極・ショットキ電極を形成

することで半導体の基本構造は形成されるが、本研究で

は一般の GaAsのデバイス作成での重要なポイントとなる

オーミック電極形成について検討した。 

 

２．実験（Experimental） 

半導体検出器用として実績のある半絶縁性 GaAs ウエ

ハをH2SO4:H2O2:H2O =1:1:40 を室温にて 2秒間の

表面処理を施したのち、次の工程でウエハ上に電極を形

成した。 

１．電子銃蒸着器（F-14-IT-0022）を使用してウエハの裏

面に Ge/Au/Ni/Au = 350Å / 500Å / 1000Å / 3000

Åを蒸着 

２．表面に Ge/Au/Ni/Au = 350Å / 500Å / 1000Å / 

3000Åの電極パターン（200um角）をメタルマスクに用い

ることで作成 

３．RTA で合金化（処理温度300℃、昇温時間1分、 処

理時間 10秒） 

これらの作製した電極に対してオーミック特性の評価を

行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Figure.1はウエハ表面に作成したパターン電極の写真

である。このサンプルに対して、半導体パラメータ分析器

（Agilent 4156C）で I-V測定を行った。Figure 2および

Fig. 3 はそれぞれ、隣接するパターン電極（表面）間およ

びパターン電極（表面）－一様電極（裏面）間の測定結果

である。いずれの I-V カーブに関しても、ある程度の線形

性を確認することができる。また、パターン電極－一様電

極間の電流値のオーダーはバルクウエハの抵抗率を考慮

した場合に妥当な値を取っている。以上の 2点から、形成

された電極がオーミック電極として機能していることが確認

できたと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

本課題は、「H26 研究設備の試行的利用事業 TYPE2」

（ナノテクプラットフォームセンター）の支援で実施された。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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６．関連特許（Patent） 

なし 

Fig. 1: Patterned electrode 

on GaAs wafer 

Fig. 3: I-V curve between 

patterned electrodes and 

continuous electrode 

Fig. 2: I-V curve between adjacent patterned 

electrodes on top surface 


